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【緒言】パワーデバイスは現在 Si IGBT が広く普及しているが、近年は高耐圧、大電流域におい

て SiC MOSFETも市場に供給されて、着実に実績を積み始めている。我々は高効率化に有利な V

溝型のトレンチ MOSFET (VMOSFET) を開発してきた。トレンチ斜面にチャネル移動度の高い  

{0-33-8} 面[1]を使うことを特徴としている。2016年には、耐圧 960 Vで 150 A (VGS = 18 V、VDS = 

2 V) の大電流素子を報告した[2]。本報告では電鉄や電源用途として需要のある、1.7 kV仕様のド

リフト層と組み合わせた 100 A級素子の特性について説明する。 

【実験】1.7 kV仕様の VMOSFETに用いるドリフト層として、6インチ n型 4°オフ 4H-SiC(000-

1)基板上にドーピング濃度 6 x 1015 cm-3、膜厚 16 mのエピタキシャル膜を成長させた。半導体

内部のドリフト層以外の n型領域と p型領域はイオン注入により形成し、活性化アニールを行っ

た。V 溝型トレンチ、ゲート絶縁膜、ゲート電極を形成後、オーミック電極と Al 配線電極及び

保護膜を成膜した。基板研削後に裏面電極を成膜し、ドレイン電極を形成した。最後にチップ化

した素子を TO-247パッケージに実装して特性評価を行った。 

【結果】今回作製した 1.7 kV VMOSFETの 

電流電圧特性を図 1に示す。VGS = 15 V、 

ID = 50 A でのオン抵抗は 22 mΩ が得られてい

る。当日、より詳細な評価結果を報告する。 
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図 1. ID-VDS 特性 

第66回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2019 東京工業大学 大岡山キャンパス)10a-70A-11 

© 2019年 応用物理学会 12-092 15.6

mailto:nakamura-ryunosuke@sei.co.jp

